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(57) Abstract: The invention relates to a method for depositing an epitaxial layer on a substrate wafer from a gas phase, comprising
measuring an edge geometry of the substrate wafer that assigns a thickness characteristic value to an edge of the substrate wafer on
the basis of edge positions; placing the substrate wafer into a pocket of a susceptor of an apparatus for depositing the epitaxial layer,
wherein the pocket is surrounded by a boundary having a circular circumference; heating the substrate wafer; and passing process gas
over the substrate wafer; characterised in that the substrate wafer is placed into the pocket such that a distance that the substrate wafer
has to the boundary of the pocket is smaller at edge positions having the thickness characteristic value of a thicker edge than at edge
positions having the thickness characteristic value of a thinner edge.
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(57) Zusammenfassung: Verfahren zum Abscheiden einer epitaktischen Schicht auf einer Substratscheibe aus einer Gasphase, umfas-
send das Messen einer Randgeometrie der Substratscheibe, die einem Rand der Substratscheibe in Abhingigkeit von Randpositionen
einen Dickenkennwert zuweist; das Ablegen der Substratscheibe in eine Tasche eines Suszeptors einer Vorrichtung zum Abscheiden
der epitaktischen Schicht, wobei die Tasche von einer Begrenzung mit kreisformigem Umfang umgeben ist; das Erhitzen der Substrat-
scheibe; und das Leiten von Prozessgas iiber die Substratscheibe; gekennzeichnet durch das Ablegen der Substratscheibe in die Tasche
derart, dass ein Abstand, den die Substratscheibe zur Begrenzung der Tasche hat, an Randpositionen mit dem Dickenkennwert eines
dickeren Rands kleiner ist, als an Randpositionen mit dem Dickenkennwert eines diinneren Rands.



